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（7）「研究成果」の要旨   

本研究では、水素化微結晶シリコン（叫C－Si：印薄膜における局在準位を評価するため、ま  

た、局在準位の低減を図るために、匹C－Si：H薄膜の光吸収スペクトルを共振型光熱ペンデ  

ィング法（払PBS）を用いて測定した。フォトンエネルギー1が0．7～1．2eVの領域に観測さ  

れる光吸収（以下、局在準位吸収）の起源を明らかにするため、以下の実験を行った。   

匹C－Si：H薄膜の製膜前の反応室真空度と局在準位吸収の大きさとの関係を調べた。真空  

度が約1α3torrの場合、フォトンエネルギー｛が1．OeVでの光吸収係数αは～102cI正1であ  

った。これに対し真空度が約10■ton・の場合、αは～101cm‾1であり1桁小さくなることが  

わかった。また、後者の試料を大気中で200℃にて2時間の熱アニーソレをしたところ、光  

吸収係数αが4xlOIcm‾1まで増加することを示した。さらに、真空中で熱アニールした  

試料および製膜時に炭素を混入した試料では、光吸収の増加は確認されなかった。   

一方、匹C－Si：H薄膜における光吸収スペクトルを一定光電流法（CPM）を用いて測定し、  

ⅣPBSでの結呆と比較した。CPMによる光吸収スペクトルでは、フォトンエネルギーが  

0．7～1．2eVの領域で局在準位吸収は観測されなかった。しかしながら、CPM測定におけ  

る電界強度を0．1kVんmから10mmまで増加させたところ、この領域での光吸収係数  

がわずかに増加した。これらのスペクトルの差を取ったところ、1．OeV付近にピー1クを有  

する信号を観測できた。   

以上の実験結果より、LAC－Si：H薄膜におけるフォトンエネルギーーが0．7～1．2eVの領域に  

観測される光吸収は、結晶粒界中に存在する酸素に関連した局在準位に起因していること  

がわかった。   

ヘテロ構造薄膜への共振型光熱ベンディング法の応用を、匹C－3C－SiC：H薄膜に拡張して  

以下の成果を得た。ホットワイヤーーCVD法によりtAC－3C－SiC：H薄膜を作製し、その光吸収  

スペクトルを臥PBSにより評価した。20～140℃の範囲で試料温度を変化させたところ、  

フォトンエネルギーが2．2eV以上の額域では光吸収スペクトルの温度係数は正であり、▼単  

結晶3C－SiCと同程度であることがわかった。このことから、この額域の光吸収スペクト  

ルは、膜中に存在する3C－SiCの結晶子に起因する間接遷移吸収を反映していることがわ  

かった。一方、光子エネルギーが2．2eV以下の街域では、不純物による局在準位に起因す  

ると考えられる光吸収の観測に成功した。   


